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摘要(译)

本发明公开了一种硅基液晶显示器件的场缓存像素电路，其特征在于，
该电路包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五
晶体管、第六晶体管、存储电容和像素电容，其中，存储电容在预充电
阶段充电至电源电压；在第三晶体管导通时写入输入数据电压Vdata，此
时存储电容放电至Vdata+VTH2，VTH2为第二晶体管的阈值电压；在数
据读入阶段，第五晶体管导通，此时存储电容的电压为Vdata+VTH2，像
素电容充电至Vdata。本发明由于在将输入数据电压写入到存储电容上时
补偿了一个阈值电压，因此抵消了存储电容上电压读入到像素电容上所
损失的一个阈值电压，输出像素电压的一致性得到保证，从而显示效果
得到改善。
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